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Silicon NPN Darlington Transistor

BD649
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OEM:Valvo

VORLAUFIGE DATEN

Transistor BD649

SILIZIUM - NPN = EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREM

M nisch ten:

Gehluse: Kunsteteff, S0T-TH
(JEDEC TO-220)

Der Kollektor ist mit dem
metallischen Montageflansch
leitend verbunden.

Mabangaben in mm.

Datasheet
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Kollektor-Sperrspannung Uey o = max. 48 60 BO 100 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung DC! p = max. 45 60 BO 100 ¥
Kollektorstrom, Scheitelwert I, y = mazn 12 A
Gesamtver Iltl:litlnl
bei 'G = Hlll‘.! Pt.at = maAl. 62,8 W
bei 'E = 100 C Ptnt = mAX. 28 'H
Sperrschichitemperatur 'J = maX. 150 C
Gleichstromverstirkung y
htiﬂﬂnﬁf,lc-ﬂl B = 750
Transit=-Frequenz
bei “CE =32V, IE = 3 A f' = 7 MHz
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BD 643
BD 645
BD 647
BD 649

Absolute Grenzwerte: (glltig bis 8, ) BD 643 BD 645 BD 647 BD 649
Kollektor-Sperrapannung bei I.: = O lil::h o ™ WAX. 45 60 80 100 ¥
Kellektor-Emitter-Sperrspannung
bei In = 0 I'ICE o™ max. 45 60 A0 lon W
Emitter-Sperrspannung bei [C = O: l:m o ™ WAX. 5 v
Kollektorstrom, Mittelwert: ]C AV T mAX. ] A
Kellektorstrom, Scheitelwert: ll: y = max. 12 A
Basisstrom: IB = maX. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei 'l} E 25"cy Ptnt = mAX. 62,5 W
Abschaltenergie beim 2.Durchbruch: Il"r = maX. 50 mWs
Sperrschichttemperatur: '}J = mAX. 150 '
Lagerungstemperatur: Ils = min. -0b '
&, = max. 150 e
Wirmewiderstand:
twischen Sperrschicht ¢
und Montagefllche: [t} - 2 K/ w
th G
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OEM:Valvo

Transistor BD649

Datasheet

BD 643

Kennwerte:

bei JJ = zn“c, safern nicht anders angegeben

Eollektor-Reststrom

bei “Cﬂ = 45 V¥, II = 0: ICI
e N e
bei "Cﬁ = 60V, Il = D: IEH
bt n 0 a0
bei Uy = 80V, I = 0: Icp
aad :'}’--mggcf' L Ieg
bei "Cﬂ = 100 ¥V, II = D3 IEB
et
Eallektor-Emitter-Restetrom

bei UCE = 22,56 V, ln = 0 1.g
bei UEI = 30 V, lﬂ = 03 IEI
bei UEI = 40 V, ]I = Ot IEE
bei UE! = 80 W, Il = 0 IEI
Emitter-Reststrom

bei UIB =5V, IE = 03 I!‘
Kollektor-Emitter-Restaspannung
bei IC = 3 A, II = 12 mls UEI
Basisspannung

bei uﬂl =3, IE = 3 A: UII

Gleichetromverstirkung

bei Uop = 3 W, Io = 0,5 A: B
bei UCE =3V, IE = 3 A: B
bei UCI =3V, IC = 0 A B
Transit-Frequenz
bei UCI =3V, IC m 3 A IT
Grenzfrequens
{hitttrath.ltu.n‘]
bei “CI =3V, lc = 3 A fﬂ
Durchlalspannung
der Schutzdiode :
bei Ip =3 As “P
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BD 643
BD 645
BD 647
BD 649
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BD 645
BD 647
BD 649
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